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ダイヤモンドは優れた物理的・光学的特性を有することから、電子デバイスや光学デバイスな

どへの応用が期待されている。パワーデバイスにおけるチャネルの微細化や光学応用における光

の取り出し効率の上昇には微細なダイヤモンド構造が必要となる。ダイヤモンドの微細構造の形

成方法として、マスクを使用したボトムアップ法による選択成長が提案されている[1]。ボトムア

ップ法は ICP エッチングなどのトップダウンによる加工技術に比べ、プロセスでのダメージを低

減でき、さらに複雑な形状を有するナノ構造も作製可能であるという特長を持つ。本研究は、Ti

マスクによる微細ダイヤモンドの選択成長およびその構造・成長機構の解明を目的とした。 

(001)単結晶ダイヤモンド基板上に Tiマスク(300 nm)により 1‐50 m四方の正方形パターンを

作製した。正方形の辺が[110]方向および[100]方向に沿った 2種類のパターンを用意した（それぞ

れパターン A, Bと呼ぶ）。その後、プラズマ CVD 法により、温度 800℃、圧力 6 kPa、CH4 : H2 = 1 : 

200 という条件下でマスクパターンを通しダイヤモンドを成長させた。 

Fig. 1 に選択成長させたダイヤモンドの SEM像および模式図を示す。両パターンとも Tiマスク

で形成された穴から成長しており、1 mパターンからの選択成長も確認した。パターン周辺には

中心とは異なる結晶面を持つダイヤモンドが形成されており、さらにパターン A, B ではその形態

が異なる。辺が[110]方向であるパターン A では、周辺は平坦な面となっているが、パターン Bで

は結晶粒界が存在する荒れた構造となっている。これはダイヤモンドの強い結晶異方性を反映し

ていると考えられる。Fig. 2 にパターン A の断面模式図を示す。中心に下地の(001)面を有する柱

状ダイヤモンドが成長し、周辺結晶は Tiマスクと柱状ダイヤモンドの境界から形成されていると

考えられる。より長時間の合成およびドーパント効率の違いを利用した合成技術により、形態の

みならず電子構造を制御したボトムアップナノ構造の作製が期待できる。 
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Fig. 1 Diamond grown from square patterns. 

Fig. 2 Cross-sectional view in 

pattern A. 
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